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Die folgenden Angaben smd den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Lumineszenzdiosdenchip auf der Basis von GaN und Verfahren zum Herstellen eines 

Lumineszenzdiodenbauelements mit einem Lumineszenzdiodenchip auf der Basis von GaN 

@ Lumineszenzdiodenchip mit einem elektrisch leitfahi- 
gen und strahlungsdurchlassigen Substrat, bei dem die 
Epitaxieschichtenfolge (3) auf ihrer vom Substrat (2) ab- 
gewandten p-Seite (9) im Wesentlichen ganzflachig mit 
einer reflektierenden, bondfahigen p-Kontaktschicht (6) 
versehen ist. Das Substrat (2) ist an seiner von der Epita- 
xieschichtenfolge (3) abgewandten Hauptflache (10) mit 
einer Kontaktmetallisierung (7} versehen, die nur einen 
Teil dieser Hauptflache (10) bedeckt, und die Lichtaus- 
kopplungaus dem Chip (1) erfolgt uber denfreien Bereich 
der Hauptflache (10) des Substrats (2) und uber die Chipf- 
lanken (14). Ein weiterer Lumineszenzdiodenchip weist 
ausschliefilich Epitaxieschichten auf. Die p-leitende Epita- 
xieschicht (5) auf threr von der n-leitenden Epitaxieschicht 
• (4) abgewandten Hauptflache (9) im Wesentlichen ganz- 
flachig mit einer reflektierenden, bondfahigen p-Kontakt- 
schicht (6) versehen und die n-leitende Epitaxieschicht (4) 
ist auf ihrer von der p-leitenden Epitaxieschicht (5) abge- 
wandten Hauptflache (8) mit einer n-Kontaktschicht (7) 
versehen, die nur einen Teil dieser Hauptflache bedeckt. 
Die Lichtauskopplung aus dem Chip (1) erfolgt uber den 
freien Bereich der Hauptflache (8) der n-leitenden Epita- 
xieschicht (4) und uber die Chipflanken (14). 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Lumineszenz- 
diodenchip nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 
oder 3 sowie auf ein Verfahren zum Herstellen eines Lumi- 5 
neszenzdiodenbauelemenls mit einem Lumineszenzdioden- 
chip auf der Basis von GaN. 

[0002] Bei der Herstellung von Lumineszenzdiodenchips 
auf der Basis von GaN besteht das grundlegende Problem, 
daB die maximal erzielbare eleklrische Leitfahigkeit von p- 10 
dolierten Schichten, insbesondere von p-dotierten GaN- 
oder AlGaN-Schichten, nicht ausreicht, um mit bei her- 
kommlichen Lumineszenzdiodenchips aus anderen Materi- 
alsystemen ublicherweise verwendeten Vorderseitenkontak- 
ten, die zur Erzielung moglichst hoher Strahlungsauskopp- 15 
lung nur einen Bruchteil der Vorderseite des Chips bedek- 
ken, eine Stromaufweitung uber den gesamten lateralen 
Querschnitl des Chips zu erzielen. 

[0003] Ein Aufwachsen der p-leitenden Schicht auf ein 
elektrisch leitendes Substrat, wodurch eine Stromeinpra- 20 
gung uber den gesamten lateralen Querschnitt der p-leiten- 
den Schicht moglich ware, fuhrt zu keinem wirtschaftlich 
vertretbarem Ergebnis. Die Griinde hierfur sind, daB die 
Herstellung von elektrisch leitenden gitterangepaBten Sub- 
straten (z. B. GaN-Substraten) fur das Aufwachsen von 25 
GaN-basierten Schichten mit hohem technischen Aufwand 
verbunden ist und daB das Aufwachsen von p-dotierten 
GaN-basierten Schichten auf fur undotierte und n-dotierte 
GaN-Verbindungen geeignete nicht gitterangepaBten Sub- 
strate zu keiner fur eine Lumineszenzdiode hinreichenden 30 
Kristallqualitat fuhrt. 

[0004] Bei einem bekannten Ansatz zur Bekampfung des 
oben genannten Problems wird auf die vom Substrat abge- 
wandte Seite der pleitenden Schicht ganzflachig eine fiir die 
Strahlung durchlassige Kontaklschicht oder eine zusatzliche 35 
elektrisch gut leitfahige Schicht zur Stromaufweitung aufge- 
bracht, die mit einem Bondkontakt versehen ist. 
[0005] Der erstgenannte Vorschlag ist jedoch mit dem 
Nachteil verbunden, daB ein erheblicher Teil der Strahlung 
in der Kontaklschicht absorbiert wird. Beim zweitgenannten 40 
Vorschlag ist ein zusatzlicher Verfahrensschritt erforderiich, 
der den Fertigungsaufwand erhoht. 
[0006] Die Aufgabe der Erfindung besteht zunachst darin, 
einen Lumineszenzdiodenchip der eingangs genannten Art 
mil einer verbesserten Stromaufweitung zu entwickeln, des- 45 
sen zusatzlicher Herstellungsaufwand gering gehalten ist. 
Weiterhin soli ein Verfahren zum Herstellen eines Lumines- 
zenzdiodenbauelements mit einem derartigen Chip zur Ver- 
fugung gestellt werden. 

[0007] Die erstgenannte Aufgabe wird mit einem Lumi- 50 
neszendiodenchip mit den Merkmalen des Patentanspruches 
1 oder des Patentanspruches 3 gelost. Vorteilhafte Weiterbil- 
dungen sind Gegenstand der Patentanspruche 2 und 4 bis 6. 
Bevorzugle Verfahren zur Herstellung eines erfindungsge- 
maBen Lumineszendiodenchip sind Gegenstand der Patent- 55 
anspruche 7 bis 9. Ein bevorzugtes Lumineszenzdiodenbau- 
element ist Gegenstand des Patentanspruches 10. 
[0008] Bei einem Lumineszenzdiodenchip gemaB der Er- 
findung ist das Substrat elektrisch leitfahig. Auf das Substrat 
sind zunachst die n- leitenden Schichten der Epitaxieschich- 60 
tenfolge aufgebrachl. Auf dieser befinden sich die p- leiten- 
den Schichten der Epitaxieschichtenfolge, gefolgt von einer 
lateral ganzflachig aufgebrachten reflektierenden, bondfahi- 
gen p- Kontaklschicht. Das Substrat ist an seiner von der 
Epitaxieschichtenfolge abgewandten Hauptflache mit einer 65 
Kontaktmetallisierung versehen ist, die nur eine Teil dieser 
Hauptflache bedeck l. Die Lichtauskopplung aus dem Chip 
erfolgt uber den freien Bereich der Hauptflache des Sub- 
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strats und uber die Chipflanken. 

[0009] Das Substrat dient hier vorteilhafterweise als Fen- 
sterschicht, die die Auskopplung der im Chip erzeugten 
Strahlung verbessert. Zur Optimierung der Dicke des Sub- 
strat ist dieses vorteilhafterweise nach dem Aufwachsen der 
Epitaxieschichtenfolge beispielsweise mittels Schleifen 
und/oder Atzen gediinnt. 

[0010] Bei einem weiteren Lumineszenzdiodenchip ge- 
maB der Erfindung weist der Chip ausschlieBlich Epitaxie- 
schichten auf. Dazu ist ein Aufwachssubstrat nach dem epi- 
taktischen Aufwachsen der Epitaxieschichtenfolge entfemt. 
Die p-leitende Epitaxieschicht ist auf ihrer von der n-Ieiten- 
den Epitaxieschicht abgewandten Hauptflache im Wesentli- 
chen ganzflachig mit einer reflektierenden, bondfahigen p- 
Kontaktschicht versehen, Auf der von der p-leitenden Epita- 
xieschicht abgewandten Hauptflache der n-leitenden Epita- 
xieschicht befindet sich eine n-Kontaktschicht, die nur einen 
Teil dieser Hauptflache bedeckt. Die Lichtauskopplung aus 
dem Chip erfolgt uber den freien Bereich der Hauptflache 
der n-leitenden Epitaxieschicht und uber die Chipflanken. 
[0011] Das Aufwachssubstrat kann in diesem Fall sowohl 
elektrisch isolierend als auch strahlungsundurchlassig sein 
und demzufolge vorteilhafterweise allein hinsichthch opti- 
maler Aufwachsbedingungen ausgewahlt werden. 
[0012] Der besondere Vorteil eines derartigen sogenann- 
ten Diinnfilm-LED-Chips besteht in einer verringerten, 
idealerweise keiner Strahlungsabsorption im Chip und einer 
verbesserten Auskopplung der Strahlung aus dem Chip, ins- 
besondere aufgrund der verminderten Anzahl von Grenzfla- 
chen mit Brechungsindexsprung. 

[0013] Mit beiden erfindungsgemaBen Lumineszenzdio- 
denchips ist der besondere Vorteil verbunden, daB die Mog- 
iichkeit besteht, den Verlustwarme erzeugenden Bereich 
(insbesondere die p-dotierte Schicht und den pn-Ubergang) 
des Chips sehr nahe an eine Warmesenke zu bringen; die 
Epitaxieschichtenfolge ist praktisch unmittelbar an eine 
Warmesenke thermisch ankoppelbar. Dadurch kann der 
Chip sehr effektiv gekuhlt werden, wodurch die Stabilitat 
der ausgesandten Strahlung erhoht ist. Ebenso ist auch der 
Wirkungsgrad des Chips erhoht. 

[0014] Bei beiden erfindungsgemaBen Lumineszenzdio- 
denchips ist aufgrund der ganzflachigen Kontaktierung vor- 
teilhafterweise die FluBspannung reduziert. 
[0015] Bei einer bevorzugten Weiterbildung eines erfin- 
dungsgemaBen Lumineszenzdiodenchips weist die p-Kon- 
taktschichl eine auf die p-Seite aufgebrachte transparente er- 
ste Schicht und eine auf diese aufgebrachte spiegelnde 
zweite Schicht auf. Dadurch kann die Kontaklschicht auf 
einfache Weise sowohl hinsichtlich ihrer elektrischen Ei- 
genschaften als auch ihrer Reflexionseigenschaften opti- 
miert werden. 

[0016] Bevorzugle Materi alien fur die erste und zweite 
Schicht sind Pt und/oder Pd bzw. Ag, Au und/oder Al. Die 
spiegelnde Schicht kann aber auch als dielektrischer Spiegel . 
ausgebildet sein. 

[0017] Bei einer anderen bevorzugten Weiterbildung 
weist die p-Kontaktschicht eine PtAg- und/oder eine PdAg- 
Legierung auf. 

[0018] Bei einem erfindungsgemaBen Verfahren zum Her- 
stellen eines Lumi neszenzdiodenbauelemenls mit einem 
Lumineszenzdiodenchip gemaB der Erfindung wird der 
Chip mit der p-Seite auf eine Chipmonlageflache eines elek- 
trischen AnschluBteiles, insbesondere eines elektrischen 
Lei terrah mens montiert. 

[0019] Weitere vorteilhafte Ausgestallungen der Erfin- 
dung ergeben sich aus den im Folgenden in Verbindung mit 
den Fig. la bis 4e beschriebenen Ausfuhrungsbeispielen. Es 
zeigen: 
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[0020] Fig. la, eine schematische Darstellung eines 
Schnittes durch ein erstes Ausfuhrungsbeispiel; 
[0021] Fig. lb, eine schematische Darstellung eines be- 
vorzugten p-Kontaklschicht; 

[0022] Fig. 2, eine schematische Darstellung eines Schnit- 5 
tes durch ein zweites Ausfuhrungsbeispiel; 
[0023] Fig. 3a bis 3c, eine schematische Darstellung eines 
Verfahrensablaufes zur Herstellung des Ausfuhrunsbeispie- 
les gemaB Fig. la; 

[0024] Fig. 4a bis 4e, eine schematische Darstellung eines to 
Verfahrensablaufes zur Herstellung des Ausfuhrunsbeispie- 
les gemaB Fig. 2; 

[0025] In den Figuren der verschiedenen Ausfuhrungsbei- 
spiele sind gleiche oder gleichwirkende Bestandteile jeweils 
mit denselben Bezugszeichen versehen. 15 
[0026] Bei dem Lumineszenzdiodenchip 1 von Fig. la ist 
auf einem SiC-Substrat 2 eine strahlungsemittierende Epita- 
xieschichtenfolge 3 aufgebracht. Diese weist beispielsweise 
eine n-leitend dotierte GaN- oder AlGaN-Epitaxieschicht 4 
und eine pleitend dotierte GaN- oder AIGaN-Epitaxie- 20 
schicht 5 auf. Ebenso kann beispielsweise eine auf GaN ba- 
sierende Epitaxieschichtenfolge 3 mit einer Doppelhetero- 
struktur, einer Einfach-Quantenwell(SQW)-Struklur oder 
einer Multi-QuantenweU(MQW)-Struktur mit einer bzw. 
mehreren undotierten Schicht(en) 19, beispielsweise aus In- 25 
GaN oder InGaAIN, vorgeshen sein. 
[0027] Das SiC-Substrat 2 ist elektrisch leitfahig und fur 
die von der Epitaxieschichtenfolge 3 ausgesandte Strahlung 
durchlassig. 

[0028] Auf ihrer vom SiC-Substrat 2 abgewandten p-Scite 30 
9 ist auf die Epitaxieschichtenfolge 3 im Wesentlichen ganz- 
flachig eine reflektiercnde, bondfahige p-Kontaktschicht 6 
aufgebracht. Diese besteht beispielsweise im Wesentlichen 
aus Ag, aus einer PtAg- und/oder einer PdAg-Legierung. 
[0029] Die p-Kontaktschicht 6 kann aber auch, wie in Fig. 35 
lb schematisch dargestellt, aus einer strahlungsdurchlassi- 
gen ersten Schicht 15 und einer spiegelnden zweiten Schicht 
16 zusammengesetzt sein. Die erste Schicht 15 besteht bei- 
spielsweise im Wesentlichen aus Pt und/oder Pd und die 
zweite Schicht 16 beispielsweise im Wesentlichen aus Ag, 40 
Au und/oder Al oder einer dielektrischen Spiegelschicht. 
[0030] An seiner von der Epitaxieschichtenfolge 3 abge- 
wandten Hauptflache 10 ist das SiC-Substrat 2 mit einer 
Kontaktmetallisierung 7 versehen, die nur einen Teil dieser 
Hauptflache 10 bedeckt und als Bondpad zum Drahtbonden 45 
ausgebildet ist. Die Kontaktmetallisierung 7 besteht bei- 
spielsweise aus einer auf das SiC-Substrat 2 aufgebrachten 
Ni-Schichl, gefolgt von einer Au-Schicht. 
[0031] Der Chip 1 ist mitlels Die-Bonden mit seiner p- 
Seite, das heiSt mil der p-Kontaktschicht 6 auf eine Chip- 50 
montageflache 12 eines elektrischen AnschluBrahmens 11 
(Leadframe) montiert. Die n-Kontaktmetallisierung 7 ist 
iiber einen Bonddraht 17 mit einem AnschluBteil 18 des An- 
schluBrahmens 11 verbunden. 

[0032] Die Lichtauskopplung aus dem Chip 1 erfolgt uber 55 
den freien Bereich der Hauptflache 10 des SiC-Substrats 2 
und iiber die Chipflanken 14. 

[0033] Optional weist der Chip 1 ein nach dem Aufwach- 
sen der Epitaxieschichtenfolge 3 gedunntes SiC-Substrat 2 
auf (dies ist in Fig. la mit Hilfe der gestrichelten Linien an- 60 
gedeutet). 

[0034] Das in Fig. 2 dargestellte Ausfuhrungsbeispiel un- 
terscheidet sich von dem der Fig. 1 a zum einen dadurch, daB 
der Chip 1 ausschlieBlich Epitaxieschichten der Epitaxie- 
schichtenfolge 3 und keine Subslrat schicht aufweist. Letz- 65 
tere wurde nach dem Aufwachsen der Epitaxieschichten 
beispielsweise mitlels Atzen und/oder Schleifen entfeml. 
Hinsichtlich der Vorteile eines derartigen sogenannten 
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Dunnfilm-LED-Chips wird auf den allgemeinen Teil der Be- 
schreibung verwiesen. Zum anderen weist die Epitaxie- 
schichtenfolge 3 eine Doppelheterostruktur, eine Einfach- 
Quantenwell(SQW)-Struktur oder eine Multi-Quanlen- 
well(MQW)-Struktur mit einer bzw. mehreren undotierten 
Schicht(en) 19, beispielsweise aus InGaN oder InGaAIN 
auf. Beispielhaft ist hier auch ein LED-Gehause 21 schema- 
tisch dargestellt. 

[0035] Bei dem in den Fig. 3a bis 3c schematisch darge- 
stellten Verfahrensablauf zum Herstellen eines Lumines- 
zenzdiodenbauelements mit einem Lumineszenzdiodenchip 

1 gemaB Fig. la wird zunachst die strahlungsemittierende 
Epitaxieschichtenfolge 3 auf das SiC-Substrat 2 aufgewach- 
sen (Fig, 3a). Nachfolgend wird auf die p-Seite 9 der Epita- 
xieschichtenfolge 3 ganzflachig die bondfahige p-Kontakt- 
schicht 6 und auf einen Teilbereich der von der Epitaxie- 
schichtenfolge 3 abgewandten Hauptflache 10 des Substrats 

2 die n-Kontaktschicht 7 aufgebracht (Fig. 3b). Diese Pro- 
zess-Schritte finden alle im sogenannten Waferverbund statt, 
wodurch eine Vielzahl von Chips gleichzeitig nebeneinan- 
der herstellbar sind. 

[0036] Nach den oben beschriebenen Prozess-Schritten 
wird der Waferverbund in einzelne Chips 1 zertrennt. Die 
einzelnen Chips werden anschlieBend mittels Loten jeweils 
mit der bondfahigen p-Kontaktschicht 6 auf eine Chipmon- 
tageflache 12 eines elektrischen Leiterrahmens 11 montiert 
(Fig. 3c). 

[0037] Das in den Fig. 4a bis 4e schematisch dargestellte 
Verfahren zum Herstellen eines Lumineszenzdiodenbauele- 
ments mit einem Lumineszenzdiodenchip 1 gemaB Fig. 2 
unterscheidet sich von dem der Fig. 3 a bis 3c im Wesentli- 
chen dadurch, daB nach dem Aufwachsen der Epitaxie- 
schichtenfolge 3 und vor oder nach dem Aufbringen der p- 
Kontaktschicht 6 das Substrat 2 entfernt wird (Fig. 4c). Das 
Substrat 2 kann in diesem Fall sowohl elektrisch isolierend 
als auch strahlungsundurchlassig sein und demzufolge vor- 
teilhafterweise allein hinsichtlich optimaler Aufwachsbe- 
dingungen ausgelegt werden. 

[0038] Nach dem Entf ernen des Substrats 2 wird auf die n- 
Seite 1 3 der Epitaxieschichtenfolge 3 die n-Kontaktmetaili- 
sierung 7 aufgebracht (Fig. 4d), bevor dann analog den oben 
in Verbindung mit der Fig. 3c bereits beschriebenen Monta- 
geschritte erfoigen (Fig. 4e). 

[0039] Die Erlauterung der Erfindung anhand der obigen 
Ausfuhrungsbeispiele ist selbstverstandlich nicht als Ein- 
schrankung auf diese zu verstehen. Die Erfindung ist viel- 
mehr insbesondere bei alien Lumineszenzdiodenchips nutz- 
bar, bei denen die von einem Aufwachssubstrat entfernt lie- 
gende Epitaxieschicht eine unzureichende elektrische Leit- 
fahigkeit aufweist. 

Patentanspruche 

1. Lumineszenzdiodenchip (1), bei dem eine strah- 
lungsemittierende Epitaxieschichtenfolge (3) mit einer 
n-leitenden Epitaxieschicht (4) und einer p-leilenden 
Epitaxieschicht (5) auf der Basis von GaN mit der n- 
leitenden Seite (8) auf einem elektrisch leitfahigen 
Substrat (2) aufgebracht ist und das Substrat (2) fur 
eine von der Epitaxieschichtenfolge (3) ausgesandte 
Strahlung durchlassig ist, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Substrat (2) elektrisch leitfahig ist, die Epita- 
xieschichtenfolge (3) auf ihrer vom Substrat (2) abge- 
wandten p-Seite (9) im Wesentlichen ganzflachig mit 
einer reflektierenden, bondfahigen p-Kontaktschicht 
(6) versehen ist, das Substrat (2) an seiner von der Epi- 
taxieschichtenfolge (3) abgewandten Hauptflache (10) 
mit einer Kontaktmetallisierung (7) versehen ist, die 
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nur eine Teil dieser Hauptflache (10) bedeckt, und daB 
die Lichtauskopplung aus dem Chip (1) iiber den freien 
Bereich der Hauptflache (10) des Substrats (2) und 
uber die Chipflanken (14) erfolgt. 

2. Lumineszenzdiodenchip (1) nach Anspruch 1, da- 5 
durch gekennzeichnet, daB ein nach dem Aufbringen 
der Epitaxieschichtenfolge (3) gediinntes Substrat (2) 
vorgesehen ist. 

3. Lumineszenzdiodenchip (1) mit einer strahlungs- 
emitlierenden Epitaxieschichtenfolge (3) auf der Basis 10 
von GaN, die eine n-Ieitende Epitaxieschicht (4) und 
eine p-leitende Epitaxieschicht (5) aufweist, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Chip (1) mittels Entfemen ei- 
nes Aufwachssubstrats nach dem epitaktischen Auf- 
wachsen der Epitaxieschichtenfolge (3) ausschlieBlich 15 
Epitaxieschichten aufweist, die p-leitende Epitaxie- 
schicht (5) auf ihrer von der n-leitenden Epitaxie- 
schicht (4) abgewandten Hauptflache (9) im Wesentli- 
chen ganzflachig mit einer reflektierenden, bondfahi- 
gen p-Kontaktschicht (6) versehen ist und die n-lei- 20 
tende Epitaxieschicht (4) auf ihrer von der p-leitenden 
Epitaxieschicht (5) abgewandten Hauptflache (8) mit 
einer n-Kontaktschicht (7) versehen ist, die nur einen 
Teil dieser Hauptflache bedeckt, und daB die Lichlaus- 
kopplung aus dem Chip (1) uber den freien Bereich der 25 
Hauptflache (8) der n-leitenden Epitaxieschicht (4) und 
uber die Chipflanken (14) erfolgt. 

4. Lumineszenzdiodenchip nach einem der Anspruche 
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die p-Kontakt- 
schicht (6) eine auf die p-Seite (9) aufgebrachte trans- 30 
parente erste Schicht (15) und eine auf diese aufge- 
brachte spicgelnde zweite Schicht (16) aufweist. 

5. Lumineszenzdiodenchip nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB die erste Schicht (15) im Wesent- 
lichen Pt und/oder Pd aufweist und die zweite Schicht 35 
(16) Ag, Au und/oder Al aufweist oder als dielektri- 
scher Spiegel ausgebildet ist. 

6. Lumineszenzdiodenchip nach einem der Anspruche 
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die p-Kontakt- 
schicht (6) eine PtAg- und/oder eine PdAg-Legierung 40 
aufweist. 

7. Verfahren zum Herstellen eines Lumineszenzdio- 
denbauelements mit einem Lumineszenzdiodenchip 
(1) auf der Basis von GaN, gekennzeichnet durch die 
Verfahrensschrilte: 45 

a) Epitaktisches Aufwachsen einer strahlungs- 
emittierenden Epitaxieschichtenfolge (3) auf ein 
Substrat (2), das fur die von der Epitaxieschich- 
tenfolge (3) ausgesandte Strahlung durchlassig ist, 
derart, daB eine n-Seite (8) der Epitaxieschichten- 50 
folge (3) dem Substrat (2) zugewandt und cine p- 
Seite (9) der Epitaxieschichtenfolge (3) vom Sub- 
strat (2) abgewandt ist, 

b) ganzflachiges Aufbringen einer bondfahigen 
p-Kontaktschicht (6) auf die p-Seite (9) der Epita- 55 
xieschichtenfolge (3), 

c) Aufbringen einer n-Kontaktschicht (7) auf ei- 
nen Teilbereich einer von der Epitaxieschichten- 
folge (3) abgewandten Hauptflache (10) des Sub- 
strats (2), 60 

d) Aufbringen des Chips (1) auf eine Chipmonta- 
geflache (12) eines LED-Gehauses, einer Leiter- 
bahn in einem LED-Gehause oder eines elektri- 
schen AnschluBrahmens (11), mit der bondfahi- 
gen p-Kontaktschicht (6) zur Chipmontageflache 65 
hin. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB vor dem Aufbringen der n-Kontaktschichl (7) 


das Substrat (2) gedunnt wird. 

9. Verfahren zum Herstellen eines Lumineszenzdio- 
denbauelements mit einem Lumineszenzdiodenchip 
(1) auf der Basis von GaN, gekennzeichnet durch die 
Verfahrensschritte: 

a) Epitaktisches Aufwachsen einer strahlungs- 
emittierenden Epitaxieschichtenfolge (3) auf ein 
Substrat (2), derart, daB eine n-Seite (8) der Epita- 
xieschichtenfolge (3) dem Substrat (2) zugewandt 
und eine p-Seite (9) der Epitaxieschichtenfolge 
vom Substrat (3) abgewandt ist, 

b) ganzflachiges Aufbringen einer bondfahigen 
p-Kontaktschicht (6) auf die p-Seite (9) der Epita- 
xieschichtenfolge (3), 

c) Entfernen des Substrats (2) von der Epitaxie- 
schichtenfolge (3), 

d) Aufbringen einer n-Kontaktschicht (7) auf ei- 
nen Teilbereich der in Schritt c) freigelegten 
Hauptflache (13) der Epitaxieschichtenfolge (3), 

e) Aufbringen des Chips (1) auf eine Chipmonta- 
geflache (12) eines LED-Gehauses, einer Leiter- 
bahn in einem LED-Gehause oder eines elektri- 
schen AnschluBrahmens (11), mit der bondfahi- 
gen p-Kontaktschicht (6) zur Chipmontageflache 
(12) hin. 

10. Lumineszenzdiodenbauelement mit einem Lumi- 
neszenzdiodenchip gemaB einem der Patentanspruche 
1 bis 9, bei dem der Chip (1) auf einer Chipmontagefla- 
che (12) eines LED-Gehauses (21), insbesondere auf 
einem Lciterrahmen (11) oder einer Leiterbahn des 
LED-Gehauses, montiert ist, dadurch gekennzeichnet, 
daB die reflektierende Kontaktmetallisicrung (6) auf 
der Chipmontageflache (12) aufliegt. 
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